1% STI Transistor bipolaire

TRANSITOR BIPOLAIRE

DESCRIPTIONS ET SYMBOLES

Un transistor bipolaire est constitué par la juxtaposition de troiS .........ccccvevverriereerieereeseeseeseesreeseeens On
réalise le transistor a partir des ......... configurations suivantes:
et et eeeer e e e et et et et e e st et ae te et e e bt e st eseebaeseenrennns emprisonnant une mince couche ............
(<10 p): transistor ................
e et eeeeree e eeeee e —e e —e e ae et aeataeeeeeraeeateetbeetteetaesaaesaeesnrenees emprisonnant une mince couche ........:
transistor ...........e......
Le transistor comporte ............ CONNEXIONS: ....eevrvrnnneen. (025 I (B), e ©
e Transistor ..... o Transistor

Le transistor est un semi-conducteur permettant:
— un fonctioNNeMmMEnt ...........ccceeveereereeneeneerieeneeenne (e )

—  Un fONCONNEMENL .....ccvvieiiieiieeiiee et et e eree e Covvreerreereeen, )

CONVENTION ET RELATION
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RESEAUX DE CARACTERISTIQUES
PRESENTATION

Quatre grandeurs suffisent pour caractériser le comportement du transistor:
- deux grandeurs d'entrée: ......, .........

— deux grandeurs de sortie: ....., .........

L'ensemble des caractéristiques peut donc étre représenté dans le systéme d'axe suivant:

VALEURS LIMITES DU COMPOSANT
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ENSEMBLE DE CARACTERISTIQUES

iL,=1mA
i,=0,8 mA
Vi =0,6mA
i,=0,3mA
Vi
INTERPRETATION
= de=H(I) @SLAPPEIE ..ottt sttt e enbeerbeenreeene
Pour veg>1V. Ll = e
..... RPN 70 <) i Lo3 L) 1| ARSI
- ig = f(vge): la caractéristique .............. ] OSSR acelle d'une ................. lorsque
VCE > 1 \Y%
VBE = seinvnninnnnnnsnnnes
= LS e sont sensiblement ....................... pour vcg
> 1 V. Le transistor est équivalent @ Un ..........ccceeeveeeeeeeeieenie e ecie e presque parfait
dont I parle ....ocovvennnn. [« (ST

................ = Pour veg >1V

TRANSISTOR BIPOLAIRE SUR CHARGE RESISTIVE

R

I C

al e O
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C
A
N S" i,=1mA
| i =0,8mA
V,>1V | / / b
| | / i,= 0,6 mA
,=0,3 mA
- ‘ ;:—’
i
B Bsat / VCE
Vi >1V
VVBE
Loi des mailles: = o e ————
coefficient directeur : ........ccccceeueeneee. droite décroissante) et coordonnées a l'origine: .........cccccevueeneene
Ic :f(VCE)§ ..................................
Aupointde ...ooooveeeiiiieiiiiieiiieieeee) VEES o, V lcat = coveeeennn, IB eeennn Toat avee gt = weveenenn..
la formule .........ccoevvevveninennen. n'est plus valable. Quelque soit la valeur de ip (.....Jusat) ic = +veerrennee.
Aupointde ...’ Vep = e, Ie=a.. et IR~ e
Aupointde .oeeerinniiiiiiii (compris entre ....... (< A ): fonctionnemnt
........................................................ pour g .......Josat
APPLICATION A LA COMMUTATION

La e, BT LE 1t et inversement.
Le transistor ne peut étre que .................... OU ..cceeeeereennnnne..: 1l S€ COmMporte comme

ETAT BLOQUE

transistor réel: g=......
Ie=.........
VBE ......... VBE ..................
NPN PNP
CE ™ ceveee VCE N eiteiceeenes
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transistor idéal:

ETAT SATURE

transistor réel: T
IC= eiininnn,
VBEsat ............ VBE T,
NPN PNP
CESat ~ eeeeeenn VCE e
transistor idéal:

EXEMPLE DE COMMUTATION

E=15V
R.=1kQ
B =100
V. =05V

CEsat

lB:lE
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Al (mA)
0,2
T2 T 3T2 t
Al (mA)
| | | >
T2 T 3T/2 t
T2 T 3T2 t
de o<t< — = iB = 0,2 mA or icsat T eeeeee. i O IBgat = eeveennnnes T riiiiiiieieees
IB ... Isat 1€ transistor est ........cceeeve.e.
On en déduit e = .ouvevveeieieiiieiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee e e——
T .
de0<t< E IE= vooeeeiieeeeennn le transistor €St ............ocu..... Ic= i, et VeE= v,

6-6



